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はじめに 

近年多くの研究が行われている MOVPE によ
る III-V族化合物半導体ナノワイヤの成長方法の
一つに、自身の III族元素を触媒とすることで金
属触媒やマスクパターンを用いることなくナノ
ワイヤを成長することが出来る自己触媒 VLS 成
長法がある[1]。我々はこれを用いて InP(111)B

基板上に InP ナノワイヤを成長し成長条件の変
化による制御性の追究、またデバイス化へ向けて
の研究を行っている。この報告では In ドロップ
レット形成時の TMI 供給時間及び、ナノワイヤ
成長時の TMI供給量依存性について述べる。 

 

実験 

 InP(111)B基板を 550℃で成長前基板加熱した
後、380℃に降温し、In ドロップレットの形成、
InPナノワイヤの成長を行った[2,3]。ドロップレ
ット形成時の TMI 供給量を 3.0mol/min とし、
供給時間を 1-6minで変化させた。また、成長前
基板加熱温度を 500℃とし、ドロップレット形成
時の TMI供給時間を 5min に定め、ナノワイヤ
成長時の TMI供給量を変化させてナノワイヤの
形状への依存性を求めた。この実験では、TMI

供給量を 4.0-15.0μmol/min で変化させた。 

 

結果 

 ドロップレット形成時の TMI 供給時間を 1、
5minとしてそれぞれナノワイヤを成長させた時
の SEM 画像を図 1 に示す。TMI 供給時間を増
加させていくと、5min までは密度が増加し、
6min になると密度が減少した。これは、5min

までは供給量が増えることによりドロップレッ
トの数が上昇したが、6min になるとドロップレ
ット同士が結合し、密度が減少したと考えられる。
ドロップレット形成時の TMI 供給時間を変化さ
せることにより、ナノワイヤの密度を制御するこ
とが出来た。 

次に、ナノワイヤ成長時の TMI供給量を 4.0、
15.0mol/min でそれぞれ成長させたときの
SEM画像を図 2に示す。ナノワイヤの径は 90nm

とほぼ均一で、供給量を上げるとナノワイヤの高
さが上昇した。TMI供給量が 4.0μmol/min のと
きナノワイヤ高さは 500nm、15.0μmol/min の
ときは 1700nm となり、ナノワイヤの高さ制御
に成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TMI供給量 3.0mol/min×1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TMI供給量 3.0mol/min×5min  

図 1 ドロップレット形成時の 

TMI供給時間変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMI 4.0μmol/min×30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMI 15.0μmol/min×30min 

図 2 ナノワイヤ成長時の TMI供給量変化 
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